
5 

10 

W096/15651 PCT/DE95/01497 

- 1 -

Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktierung auf einer 

Leite:i::platte 

15 Stand der Technik 

Die Erf indung geht aus von einem Verf ahren zur Herstellung 

einer Durchkontaktierung auf einer Leiterplatte bzw. von ei­

ner Leiterplatte nach den nebengeordneten Anspruchen 1 und 

20 9. Bei der Herstellung einer Durchkontaktierung auf einer 

mehrlagigen Leiterplatte ist schon bekannt, zunachst die. 

kupferkaschierte Leiterplatte an den vorgesehenen Stellen 

fur die Durchkontaktierung zu durchbohren und mittels eines 

galvanischen Prozesses die Innenwandung der Bohrung durch 

25 Kupferabscheidung zu metallisieren. Dabei wird das Kupfer 

nicht nur auf die Wandung der Bohrung, sondern auf die ganze 

Kupferflache abgeschieden. AnschlieSend werden die metalli­

sierten Bohrungen und die Stellen, die spater die Leiterbah­

nen bilden, mittels eines ·.Atzschutzlackes oder Resistfilmes 

" 30 abgedeckt. Die nicht abgedeckten Kupferflachen werden her­

ausgeatzt, so daS nach dem Ablosen des Atzschutzlackes die 

gewiinschten Leiterbahnen sowie die metallisierten Durchkon­

taktierungen bestehen bleiben. Bei der Metallisierung der 

Wandung wird dabei zwangslauf ig zusatzlich Kupfer auf die 

35 Kupferflachen der Leiterplatte abgeschieden. Dieses zusatz­

liche Kupfer mus spater beim Atzen jedoch wieder abgelost 

werden, wodurch der HerstellprozeS fur die Leiterplatte ver­

teuert wird. Bekannt ist weiter, auf einer nicht kaschierten 
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Leiterplatte im Siebdruckverfahren eine leitfahige Paste 

aufzudrucken, die gleichzeitig die Bohrungen ausfullt und 

somit eine Durchkontaktierung bildet. Dieses Verfahren hat 

jedoch den Nachteil, daB die Durchkontaktierung zur Aufnahme 
s eines AnschluBdrahtes eines elektrischen Bauelementes bei 

dem Verf ahren der Durchsteckmontage nicht mehr verwendet 

werden kann, da die Bohrungen mit der Leitpaste verschlossen 

sind. Es mussen dann zusatzliche Bohrungen vorgesehen wer­

den, durch die die AnschluBdrahte der Bauelemente gesteckt 
10 werden. Diese zusatzlichen Bohrungen benotigen-jedoch einen 

zusatzlichen Platz, der insbesondere bei einer Mehrlagenver­

drahtung auf der Leiterplatte nicht immer vorhanden ist. 

15 

Vorteile der Erf indung 

Das erfindungsgemaBe Verfahren bzw. die Leiterplatte mit den 

kennzeichnenden Merkmalen der nebengeordneten Anspruche 1 

und 9 hat demgegeniiber den Vorteil, da8 auf der kupferka­

schierten Leiterplatte kein zusatzliches Metall abgeschieden 

20 wird, das anschlieSend wieder weggeatzt werden muB. Des wei­

teren ergibt sich der Vorteil, da8 die Durchkontaktierungen 

fur die Durchsteckmontage der AnschlUBdrahte der Bauelemente 

benutzt werden konnen, so da8 zusatzliche Bohrungen entfal­
len und damit Platz 'auf der Leiterplatte eingespart wird. 

. . 

25 Weiterhin vereinfacht sich der Arbeitsa:blauf bei der Her-

stellung einer derartigen Leiterplatte, so daS dadurch auch 

Kosten eingespart werden. 

Durch die in den abhangigen AnsprQchen aufgefUhrten MaSnah-
30 men sind vorteilhafte Weiterbildungen und VerbesserUil.gendes 

erfindungsgemaBen Verfahrens bzw. der Leiterplatte gegeben. 

Besonders vorteilhaft ist, daB der Katalysator entweder nach 

dem Bohren oder nach dem Strukturieren der Leiterplatte auf­

gebracht wird. Dadurch kann bei der anschlieSenden elektro-

35 chemischen Metallisierung das Metall direkt auf den Kataly-
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sator aufgebracht werden, ohne daS dieser erneut aktiviert 

werden m\18. 

Besonders vorteilhaft ist, daS die elektrochemische Metalli-

5 sierung so diinnwandig aufgebracht wird, daS der restliche 

Bohrungsteil noch durchgangig bleibt, so daS er noch die An­

schluSdrahte der Bauelemente aufnehmen kann. 

Ein weiterer Vorteil besteht auch darin, daS fur die elek-

10 trochemische Metallisierung Nickel oder Nickelverbindungen 

verwendet werden. Nickelschichten sind gegen Korrosion be­

standig, so daS die Oberflache der Leiterplatte nicht durch 

eine zusatzliche Passivierungsschicht geschutzt werden mus. 

15 Glinstig ist weiterhin, daS nicht nur die Lotaugen um die 

Bohrungen, sondern auch Teile der Leiterbahnen mit der Me­

tallisierung abgedeckt werden. Dadurch sind auch diese Teile 

gegen Korrosionseinflusse weitgehend geschutzt. 

20 Um den LOtvorgang oder das Bonden der Leiterplatte zu ver­

bessern, konnen die Leiterbahnen vorzugsweise mit Palladium 

bzw. AnschluBlands mit einer Goldschicht Uberzogen sein. Da­

durch konnen vorteilhaft auch diinne Bonddrahte durch die Ub­

lichen Bondverfahren, beispielsweise Nailhead bzw. Thermo-

25 kompression.verwendet werden. Diese Bonddrahte kOnnen dann 

direkt auf entsprechende Lands einer integierten Schaltung, 

die als Chip aufgebracht ist, gebondet werden. 

30 

Zeichnung 

Zwei AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in de~ Zeich­

nung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung naher 

erlautert. Eszeigen die Figuren la bis lg Schnittbilder ei­

nes ersten Ausfuhrungsbeispiels, die Figuren 2a bis 2c zei-

35 gen Schnittbilder eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels, und 
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Figur 3 zeigt eine Leiterplatte mit Bauelementen irn Aus­

schnitt. 

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

Die Figuren la bis lg zeigen im Quel;'schnitteinzelne Stadien 

bei der Herstellung der erfindungsgernaBen Leiterplatte eines 

ersten Ausfiihrungsbeispiels. Die Figuren sind nur schema­

tisch dargestellt und zeigen insbesondere bezuglich der 

10 Schichtdicken oder der Bohrungen keine maBstabsgetreue Wie­

dergabe. Figur la zeigt einen Ausschnitt aus einer Leiter­

platte 1, in die eine senkrechte Bohrung 3 eingebracht 

wurde. Die Leiterplatte ist auf ihrer Ober- und Unterseite 

rnit einer Schicht Kupfer 2 kaschiert. In der kupferkaschier-

15 ten Leiterplatte 1 werden die Bohrungen 3 an vorgegebenen 

Stellen rnit einem bestirnrnten Durchmesser eingebracht. Nach 

dem Einbringen der Bohrungen 3 wird gema8 der Figur lb die 

Wandung der Bohrung 3 mit einem Haftvermittler versehen. Als 

Haftvermittler ist eine chernisch oder galvanisch 

20 aufgebrachte dUnne Kupferschicht von ca. 3 bis 10 

Mikrometern Starke vorgesehen. In alternativer Ausgestaltung 

der Erf indung wird die Wandung der Bohrung 3 mit einern 

Katalysator 4 belegt, der die spatere Metallisierung der. 

Leiterplatte und der Bohrungen bewirkt. Durch einen 

25 TemperprozeB wird der Katalysator stabilisiert. Als 

Katalysator wird vorzugsweise Palladium verwendet. GemaB der 

Figur le wird mit einem geeigneten Maskierungsschritt, 

beispielsweise durch Aufdrucken oder lithographisches 

Maskieren, eine Atzschutzschicht 5 so aufgebracht, daB um 

30 die Bohrung herum noch eine Teilflache, vorzugsweise 

ringfOrmig, abgedeckt ist. Die Atzschutzschicht bzw. der 

Atzschutzlack 5 deckt auf der Leiterplatte 1 gleichzeitig 

die Bohrungen 3 und auch alle die Stellen ab, die spater die 

Leiterbahnen 2b bilden sollen .. Nach dem Aufbringen des 

35 Atzschutzlackes 5 werden die freien Kupf erflachen gemaB der 



W096/15651 PCT/DE95/01497 

- 5 -

Figur ld freigeatzt und anschlieSend der Atzschutzlack 5 

entfernt. Dadurch bleiben die gebildeten LOtaugen 2a, der 

Katalysator 4 in der Bohrung 3 sowie die Leiterbahnen 2b 

bestehen. Mittels einer weiteren Maske 6 werden entsprechend 

s der Figur le die Stellen der Leiterplatte 1 abgedeckt, die 

durch die nachf olgende Metallisierung nicht benetzt werden 

sollen. Insbesondere werden die LOtaugen 2a sowie die zu 

benetzenden Leiterbahnen 2b freigelassen. Es kOnnen jedoch 

auch Leiterbahnen, beispielsweise auf der Unterseite gemaS 

10 der Figur le vollstandig abgedeckt werden, so daS sie nicht 

metallisiert werden kOnrten. 

GemaS der Figur lf erfolgtnun die elektrochemische Metalli­

sierung der freien Stellen, wobei insbesondere bei den Boh-

15 rungen 3 sich das Metall um die LOtaugen 2a, Uber den Kata­

lysator 4 durchgehend verbindet. Die metallisierte Bohrung 8 

ist hulsenfOrmig, so daS noch AnschluSbeinchen eines zu mon­

tierenden Bauelementes in die Offnung gesteckt werden kOn­

nen. Fur die Metallisierung 7 werden vorteilhaft Nickel oder 

20 Nickelverbindungen verwendet, so daS die metallisierten 

Oberflachen vorteilhaft korrosionsgeschutzt sind. GemaS der 

Figur lg kann nun ein weiterer Maskierungsschritt vorgenom­

men werden, bei dem die nicht metallisierte Leiterbahn oder 

Teile der Leiterbahn 2b an der Position 9 beispielsweise mit 

25 einer Schutzschicht aus Palladium oder Gold Uberzogen wer­

den. Auf diese Flachen kann dann insbesondere ein diinner 

Bonddraht nach den bekannten Bondverfahren gebondet werden, 

wobei das zweite Ende des Bonddrahtes mit einem entsprechen­

den Land auf den Chip 23 der integrierten Schaltung gebondet 

30 wird. 

Aus Obersichtsgr'U.nden wurden Arbeitsschritte wie Entfetten 

der Leiterplattenoberflache,· Reaktivieren des Katalysators, 

Passivieren oder Aufbringen eines LOtstoplacks bzw. Be-

35 stuckungsdrucks weggelassen. 
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Die Figuren 2a bis 2c zeigen modifizierte Arbeitsschritte 

des erfindungsgema:Ben Herstellungsverfahrens als zweites 

Ausfiihrungsbeispiel. Iµ Figur 2a wird wie bei Figur la von 

5 einer dopl'elseitig kaschierten Leiterplatte 1 ausgegangen, 

in die eine oder mehrere Bohrungen 3 eingebracht wurde. Ge­

ma:B der Figur 2b wi~d nun ahnlich wie in Figur le die Boh­

rung 3 mit dem .Atzschutzlack 5 abgedeckt. Nach dem Freiatzen 

bleiben dann entsprechend der Figur 2c die Lotaugen 2a an 

10 den Bohrungen 3 sowie die Leiterbahnen 2b stehen. Im nach­

sten Verfahrensschritt wird nun an die Innenwandung der Boh­

rung 3 der Katalysator 4 aufgebracht. Die weiteren Verfah­

rensschritte erfolgen dann wie beim ersten Ausfuhrungsbei­

spiel entsprechend den Figuren le, lf und lg. 

15 

Das zwei te Ausfuhrungsb.eispiel unterscheidet. sich also im 

wesentlichen dadurch, da:B der Katalysator 4 erst nachdem 

Aufbringen der Lotaugen und der Leiterbahnen in die ,Bohrun­

gen 3 eingebracht wird .. Dadurch ergibt si,ch der Vorteil, da:B 

20 eine Reaktivierung des Katalysators 4 nicht erforderlich 

ist, da ohne gro:Be Zeitverzogerung die nachfolgenden Verfah­

rensschritte angewandt werden konnen und somit der Katalysa­

tor 4 wirksam bleibt. 

25 Figur 3 zeigt einen Ausschnitt aus der erf indungs~emaSen 

Leiterplatte 1, bei der ein Bauelement 20 mit seinen beiden 

.Anschlu:Bdrahten 21 in die metallisierte Bohrung 8 gesteckt 

ist. Die .Anschlu:Bdrahte 21 werden in einem Lotvorgang mit - . ' . . . . 

Lot 22 derart benetzt, da:B sie sich mit der Metallisierung 7 

30 verbinden. Des weiteren ist auf der Leiterplatte 1 ein Chip 

23 mit einer integrierten Schaltung auf einem Teil einer 

Leiterbahn 2b, einemLand, aufgebracht. Zwischen einem An­

schlu:Bpunkt des Chips 23 ist ein Bonddraht 24 zu einer wei­

teren Leiterbahn 2b gefiihrt, die zuvor mit einer metalli-

35 schen Schutzschicht 19, beispielsweise einer Goldschicht, 
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Uberzogen wurde. Der Bonddraht 24 kann mit bekannten Ferti­

gungsverfahren auf dieser Goldschicht gebondet werden. 

Die einzelnen Verfahrensschritte zur Herstellung einer Kon-

5 taktierung sind per se bekannt und mussen daher nicht naher 

erlautert werden. 
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5 

Anspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktierung auf 

10 einer Leiterplatte, wobei die Leiterplatte mit wenigstens 

zwei Schichten aus Kupfer kaschiert ist und an vorgegebenen 

Stellen Bohrungen fur die Durchkontaktierung aufgebracht 

sind und wobei die Wandung der Bohrungen durch einen elek­

trochemischen AbscheidungsprozeB metallisiert wird, dadurch 

15 gekennzeichnet, 

a) daB auf die Wandung der Bohrungen (3) ein Haftvermittler 

oder ein Katalysator (4) aufgebracht wird, 

20 b) daB auf dem Kupfer (2) ringformig um die Bohrungen (3) 

ein Atzschutzlack (5) aufgebracht wird, wobei der Atz­

schutzlack (5) auch die Bohrungen (3) und die vorgesehe­

nen Leiterbahnen (2b) abdecken kann, 

25 c) daB die nicht abgedeckten Kupferflachen freigeatzt werden 

und anschlieBend der Atzschutzlack (5) wenigstens von 

den ringf ormigen Kupferflachen (Lotaugen) und den Boh­

rungen (3) abgelost wird und 

30 d) daB durch elektrochemische Metallisierung (7) die LOtau-

gen (2a) mit den Wandungen der Bohrungen (3) ~er den 

Katalysator (4) elektrisch leitend verbunden werden. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS 

der Katalysator (4) erst nach dem Freiatzen der Lotaugen 

(2a) auf die Wandung der Bohrungen (3) aufgebracht wird. 

5 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS 

der Haftvermittler (4) eine chemi~ch, galvanisch 

aufgebrachte Kupferschicht < 10 µm ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 

10 gekennzeichnet, daS die elektrochemische Metallisierung (7) 

diinnschichtig und hulsenf ormig auf die Wandung der Bohrungen 

(3) aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprfrche, da-

15 durch gekennzeichnet, daS die elektrochemische Metallisie­

rung (7) vorzugsweise Nickel oder Nickelverbindungen auf­

weist. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-

20 durch gekennzeichnet, daS vorgegebene Teile der Leiterbahnen 

(2b) mit der elektrochemischen Metallisierung (7) abgedeckt 

werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge-

25 kennzeichnet, daS vorgegebene Teile (2b) mit einer 

Schutzschicht (19) aus Palladium oder Gold abgedeckt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daS 

auf der Schutzschicht (19) Bonddrahte (24) als elektrische 

30 Zuleitungen zu einem Halbleiterchip (23) aufgebracht·werden. 

9. Mehrlagige Leiterplatte (Multilayer) , hergest_ellt nach 

dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da­

durch gekennzeichnet, daS auf der Leiterplatte (1) ein Bau-

35 element (20) angeordnet ist, bei dem wenigstens ein An-



W096/15651 PCl'/DE95/01497 

' lllllll llllll 11111 lllll ll llll 
* C L M S * 

- 10 -

schlu:B.draht (21) durch die metallisierte Bohrung (8) gefuhrt 

und mit der Metallisierung (7) verlotet ist. 

10. Mehrlagige Leiterplatte nach Anspruch 9, dadurch gekenn-

5 zeichnet, daS auf der Leiterplatte wenigstens ein Bauelement 

als Chip (23) angeordnet ist, der Uber wenigstens einen 

Bonddraht (24) rnit der rnetallisierten Schutzschicht (19) 

verbunden ist. 


